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1.0 Indledning

l Ucc 18V hfe =350 ¢
RB1
22k
Rg
||
C1 C2
RB2
@ 15k RE RL
6.8k 3k

Grundkoblingen, der behandles i dette afsnit, anvendes ofte,
hvor man har brug for at adskille trin.

Det er almindeligt, at man kalder den for en BUFFER;
men betegnelsen IMPEDANSOMS./ETTER og EMITTERF@GLGER

bruges ogsa.

For en transistor koblet som jordet kollektor, SKAL man vide
felgende.

Indgangsimpedansen er hgj.
Udgangsimpedansen er lav.
Speendingsforstaerkningen er mindre end 1.
Stregmforsteerkningen er stor.

Fasedrejningen er O grader.
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2.0 DC beregninger

A Ucc 18V | hfe=350 ©

1 mei

2k

Rg
||
cl 2

RB2
A =) i
68k 3k

S

Nar kredslgbets AC parametre skal beregnes, skal man kende
DC speendingerne og strgmmene.

Beregn folgende.

UB er ca.

UE er ca.

IE er ca.

hie er ca.

P4 side 16 findes facitlisten.
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2.1 Indgangsimpedansen

Ucc 18V

Det er signalstrgmen, der lgber fra generatoren rundt i kredslgbet,
som forteeller noget om trinnets indgangsimpedans.

Hvilke modstande bestemmer indgangsimpedansen?

Ekvivalentdiagrammet er et forenklet diagram, som viser de
komponenter, der har betydning for indgangsimpedansen.

(RE//RL) x hfe

Leeg meerke til at RE og RL skal ganges med hfe.

Zin = RB1//RB2 // (hie + (RE//RL) x hfe ))
Hvor stor bliver indgangsimpedansen?

Zin = 22k//15k// 8,9k + 6,8k // 3,0k) x 350 ))

Zin = 89k // 8,9k + (2,08k x 350 ))
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Ucc 18V hfe =350

RB1
22k
Rg
Cl1 c2
v «
3k

Zin = 89k //(89k + 728k )
Zin= 89k//737k = _88KkQ

Af formlen ses, at det stort set er RB1 og RB2, der bestemmer
indgangsimpedansen.

De andre modstande bliver sa store, at man kan se bort fra dem.
I det efterfolgende bruges folgende formel, nar Zin skal beregnes.
Zin = RB1//RB2 =22k // 15k = 8,9 KQ

Indgangsimpedansen er stor i en jordet kollektoropstilling.
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2.2 Udgangsimpedansen

! Uoc 18V | bfe=350 ©
RBI
2k
Rg
|
c1 c2
@ RB2 ——eZou
15k RE
6,8 k

A '

NAar man " star " pa udgangen og ser ind i transistoren, skal de
modstande, der sidder pa indgangen ( inklusiv hie ) transformeres
ned med hfe.

Hvilke modstande bestemmer Zout?

Ekvivalentdiagrammet viser, hvilke modstande der
bestemmer Zout.

Rg/hfe RBl1/hfe RB2/hfe — 4 Zout
hie/hfe

07-E

Hvor stor bliver udgangsimpedansen?

RB1//RB2//Rg))

(hie + (
RE // hfe

Zout

(8,9k + (22k// 15k // 60k ))

Zout 350

6.8k //
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89k + 7,7k
Zout = 6,8k // 350
Zout = 6,8k //47 = A47Q

RE har ingen indflydelse pa Zout, derfor kan den udelades
af formlen.

Fremover anvendes denne formel, nar Zout skal bestemmes.

_ (hie + (RB1//RB2//Rg))

Zout hie

Udgangsimpedansen er lille i en jordet kollektoropstilling.
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2.3 Spendingsforsteerkning

l Ucc 18V | hie=350 °
RB1
22k
Rg
|

T Cl1 C2
EBKO) sk 1
1,0V uin RE RL
l 68k 3k uout
07-F i

Nar man beregner spendingsforsteerkning bruges fglgende formel.

RE // RL
Au = 25 m
RE // RL + T
6,8k // 3,0k
Au = 25m
6,81{// 3,0k + ﬁ
Au = 2,08k
U= 9208k + 25
Au = nge ~ dB

Af formlen ses, at Au altid er mindre end 1, fordi neevneren
er stogrre end teelleren.

Normalt siger man blot at Au < 1.

Speendingsforstaerkningen er lille i en jordet kollektoropstilling.
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2.5 Indgangsspaendingen

l Ucc 18V hfe = 350 ¢
RB1
22k
Rg
]

C1 C

T 2
=) o R w
1,0V uin RE RL
l 6.8 k 3k uout
v

)

Nar indgangsspsendingen beregnes, skal man kende
generatorens tomgangsspeending uEMK, generatorens
udgangsmodstand og trinnete indgangsimpedans.

Kender man dem, findes indgangsspeendingen ved hjeelp af
spendingsdelerformlen.

Hvilken veerdi far indgangsspandingen, nar Zin = 8,9 kQ?

uEMK x Zin 1,0vx 89k _
uln = =Zin+ Rg - 89k + 60k - —22mV

2.6 Udgangsspaendingen
Nar man kender indgangsspeendingen og speendingsforsteserknin-
gen, kan udgangsspeaendingen beregnes.

uout= uinxAu= 129 mV x 0,988 = 127 mV

2.7 Stromforsteerkning
Stremforsteerkningen er en stgrrelse man normalt ikke beregner.
Signalstrgmmen der lgber ind i basis, bliver forsteerket med hfe.

Da hfe er stor, siger man, at stremforsteerkningen er stor.

Stremforsteerkningen = hfe = 350 i det viste eksempel.
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2.8 Fasedrejning

Ucc 18V hfe = 350 °

hd
I RBI
N

./

2k
Rg
60 k ||
cl c2
RB2 as
15k RE RL
6,8k 3k

-

Start med at signalet pa indgangen gar i positiv retning.

Hvilken betydning far det for diodestraekningen mellem
basis og emitter. Abner eller lukker den?

Den abner.

Hvilken betydning far det for basisstremmen.
Stiger eller falder den?

Den stiger.

Hvilken betydning far det for emitterstremmen.
Stiger eller falder den?

Den stiger.

Hvilken betydning far det for speendingsfaldet over
emittermodstanden. Stiger eller falder den?

Den stiger.

Hvilken betydning far det for speendingen pa emitteren.
Stiger eller falder den?

Den stiger.

Nar speendingen stiger pa basis, stiger den pa emitteren.
Det giver en fasedrejning pa O grader.
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3.0 Eksempel 1

l Ucc 20V hfe = 350a

I RB1

220k
Rg
||
T C1
RB2
uEMK
30V @ win 33k RE

l 33k

l 07-H
Beregn folgende.
UB er ca.
UE er ca.
IE er ca.
hie er ca.
Zin er ca.
Zout er ca.
Au er ca.
uin er ca.
uout er ca.
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3.1 Facitliste til eksempel 1

Ucc x RB2

UB = RB1 + RB2

20V x 33k _
UB = 920k + 33k -~ &Y

UE= UB-0,6V

UE

26V - 0,6V= 20V
IE = zg = 33Kk- 606 uA

hie = x hfe

25 m
6061.1 X 350_ M

hie =

Zin = RB1//RB2// (hie + (RE//RL) x hfe)) =

Zin = 220k //33k//( 144k + (3,3k//0,82k) x 350) )
Zin= 257KkQ

Hvis hie, RE og RL udelades i formlen bliver Zin.

Zin = RB1//RB2

Zin= 220k // 33k = 28.6 kQ
Her seettes Zin til 28,6 kQ

(hie + (RB1//RB2//Rg))

Z out hie

(14,4k + (220k//33k//25k)) _

Zout = 350

ﬂ
\]
o)

Elektronik- og svagstrgm © EUC Syd Sgnderborg 12 af 16



FOU 5029 Juli 1996

Afsnit 7

RE//RL
Au = 25m
/ <o
RE/RL + IE
3,3k /7 0,82k
Au = 25m
3,3k// 0,821( + WH
Au = 1 gang ~ B

Hvis generatormodstanden er stor, skal man veere opmeerksom pa,

at uEMK og uin er forskellige.

ugen X Zin

uin =

Rg + Zin
, a 3v x 28,6k _
uin 25k +28,6k =&Y
uout= uinxAu

uout= 16Vx0941= 15V

Normalt saettes Au til 1. Derfor er uout = uin.
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4.0 Opgaver

Opgave 1
Ucc 24V hfe = 450
I RBI1
100k
Rg
||
v C1 c2
WEMK @ RB2
20V uin 6k RE RL T
6,8k 4k uout

—

Beregn folgende.

UB er ca.

UE er ca.

IE er ca.

Zin er ca.

Zout er ca.

Au er ca.

uin er ca.

uout er ca.
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Opgave 2

]
_I_ Ucc 30V hfe = 400
I RBI1
220k
Rg
T C1 2
F ORI l
2,5V uin 180 k RL
2k uout

Beregn folgende.

UB er ca.

UE er ca.

IE er ca.

Zin er ca.

Zout er ca.

Au er ca.

uin er ca.

uout er ca.

Elektronik- og svagstrgm © EUC Syd Sgnderborg 15 af 16



FOU 5029 Juli 1996 Afsnit 7
5.0 Facitliste

DC beregninger, side 3

UBerca. 7,3V UE er ca. 6,7V IE er ca. 985 pA

hie er ca. 8,9 kQ.

Opgave 1, side 14

UBerca. 8,6 V UE erca. 8,0V IE er ca. 1,2 mA

Zin er ca. 35 kQ Zout er ca. 50 Q Auerca. lgg
uinerca. 1,3V uout er ca. 1,3V

Opgave 2, side 15

UB erca. 13,3V UE er ca. 12,9V IE er ca. 1,7 mA

Zin er ca. 98 kQ Zout er ca. 120 Q Auerca. 1gg

uin erca. 1,3V uout er ca. 1,3V
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